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本研究は、光電変換材料として注目を集めている 3d
遷移金属添加Ⅲ族窒化物半導体について、結晶構造お

よび組成、膜厚を明らかにするものである。報告者は本支

援期間中に、スパッタ法により成膜した Ti、V、Cr などを

添加した AlN 薄膜について NPF の設備を利用して組成、

結晶構造の評価を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【試料】 
２．実験（Experimental） 

 Cr 添加 AlN 薄膜は、石英ガラス基板上に RF スパッタ

法によって成膜した。AlN ターゲット上に Cr 金属のチッ

プ（5×5×1mmt）を配置し、同時スパッタすることでCrを
添加した。Cr チップの数による濃度制御を試みた。 
 
【利用した主な装置】 

微小部蛍光 X 線分析装置、X 線回折装置 
 

【実験方法】 
微小部蛍光 X 線分析装置による、3d 遷移金属濃度お

よび膜厚分析、X 線回折装置による結晶構造解析 
 

いずれの 3d 遷移金属に対しても、成膜時の設定量に

対応した濃度となっていることが明らかになった。Fig. 1
に、成膜時のCr金属チップ数と測定組成の関係を示す。

おおよそ、チップ数に比例する濃度になっていることがわ

かる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 また、結晶構造に関して、いずれの 3d 遷移金属添加

膜についても 15at%まででウルツ鉱型で、c軸配向膜とな

っていることが明らかになった。 (Fig. 2) 
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Fig. 1 Cr chip dependence of Cr concentration.  
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Fig. 2 In-plane and out-of-plane XRD profiles of 

Cr-doped AlN films (Cr: 12%). 

 

なし。 
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